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Técnicas de depósito del SRO 

(HFCVD)  Depósito Químico en Fase Vapor por Filamento Caliente

(SITO) Óxidos Térmicos Implantados con Silicio

Sputtering Pulverización catódica

(PECVD) Depósito Químico en Fase Vapor Asistido por Plasma

(LPCVD)  Depósito Químico en Fase Vapor a Baja Presión

Oxido de Silicio no estequiométrico o SRO
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Silicio

Selección del material

Proceso de 
limpieza CMOS
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Depósitos de SRO 
SRO25 y SRO100

Temp.: 650°C 
Dist. 8mm. 
3 min
FH= de 25 sccm
FH= de 100 sccm

Tratamiento térmico

Temperatura: 1100 °C
Flujo de nitrogeno
Tiempo de depóstio: 

60 mins
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CONTACTOS

Óxido conductor 
transparente 

(TCO)

Óxido de estaño 
dopado con indio 

(ITO)

Metal

Fabricación de estructuras AU/SRO/Si/ITO

Superiores Posteriores

Oro

I

S

M
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Del tipo  (V)

Muestra
Espesor

nm

Índice de refracción



Exceso de Silicio

%

Si/SRO25 322.9 2.46±0.03 9.9

Si/SRO100 319.6 2.03±0.35 10.6

Si/SRO25/100 592.3 1.46±0.06

Si/SRO100/25 578.9 1.51±.002

Del tipo (T-T)

Muestra
Espesor

nm
Índice de refracción

Exceso de Silicio

%

Si/SRO25 296.3 1.30±0.04 5.5

Si/SRO100 283.5 1.02±0.08 5

Si/SRO25/100 583.3 1.43±0.31

Si/SRO100/25 560.5 1.05±0.65

Tabla 1. Espesores, índices de refracción y excesos de silicio de las películas SRO.

ECORFAN®

8

http://www.ecorfan.org
http://www.ecorfan.org


Figura 2. Fotoluminiscencia de películas de una capa y doble capa de SRO V y TT.
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Posición Mecanismos de emisión

Desde 1.77 a 1.24 eV 

Infrarojo [3-5] 

(CLI) Centros Luminiscentes

localizados en la interfaces de 

nc-Si/SiO2

Desde 1.99 a 1.77 eV 

Rojo                  [2-5]

(QC) Efecto de confinamiento

cuántico con la interacción en la 

interfaz de los nc-Siy la matriz de 

óxido. 

Desde 2.2 a 1.99 eV 

Naranja y Rojo [3-6]

(NBOHC) Centros huecos de 

oxígeno no enlazado y centros

E´≡Si−O•O≡Si+

Desde 2.51 a 2.07 eV 

Verde y Amarillo  [2-6]

(𝑬𝜹´)   Vacancias de oxígeno 

cargados positivamente

Desde 2.72 a 2.51 eV 

Azul                  [3-6]

(NOV) (O Si-Si O)   Vacancias 

neutrales de oxigeno

Desde 3.17 a 2.72 eV 

Violeta             [3-6]

(WOB)   Enlaces débiles de 

oxigeno
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Figura 3. Curvas pristinas I-V de las estructuras MIS de películas sencilla y doble de SRO V y TT.

1.- Atrapamiento de carga 

2.- Bloqueo Coulómbico

3.- Resistencia 

diferencial

negativa

(RDN)
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Figura 4. Curvas I-V de las estructuras MIS de película sencilla y doble de SRO V y TT.
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Así mismo, las propiedades eléctricas de las estructuras cuantificadas a través de la conductividad

eléctrica mejoran cuando las películas con alto contenido de exceso de silicio fueron intercaladas como

películas emisoras, generando estructuras MIS con curvas I-V características, en las cuales se han

observado fenómenos eléctricos peculiares debido a la compleja estructura molecular de las películas-

SRO los cuales no están presentes en materiales dieléctricos homogéneos ordinarios, y estos son:

anulación de caminos conductivos en el material, brecha de bloqueo Coulómbico y resistencia

diferencial negativa (RDN).

El análisis electro-óptico de las estructuras MIS muestra que están conformadas por películas

nanométricas de SRO-HFCVD sencillas y dobles sin y con tratamiento térmico, las cuales muestran

efectos luminiscentes en regiones del espectro que son de interés tecnológico.

Con estos resultados podemos inferir que el sistema HFCVD utilizado para obtener películas de

SRO con excelentes propiedades ópticas y estructurales resulta ser una relevante alternativa.

Las estructuras de doble película de SRO mejoran la respuesta fotoluminiscente

en comparación con las de película sencilla.
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